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概要 

近年，GaNHEMT の短ゲート化によって高周波動作する GaNHEMT が報告されており，GaNHEMT を

マイクロ波帯だけでなく衛星通信や 5G 基地局といったミリ波帯を用いるシステムへの適用することが

期待されている．それらのシステムへの適用のためにはミリ波帯 GaN トランジスタおよび増幅器のさ

らなる高出力化および高効率化が要求されており，要求を満たすトランジスタおよび増幅器の設計を

実現するためにはミリ波帯での高精度なデバイスモデリング技術が必須となる．本報告ではミリ波帯

GaN 大信号モデルのトラップ(半導体中欠損)の影響によるモデル精度低下およびトランジスタサイズス

ケーリングによるモデル精度低下に関する課題を解決した事例をそれぞれ紹介する．トラップに関し

てはドレイン電流だけでなく非線形容量へトラップの影響を考慮することでミリ波帯大信号特性のモ

デル精度改善を確認した．スケーリングに関しては大信号分布型モデルを適用することで大信号特性

のモデル精度改善を確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案するトラップ回路モデル         提案する大信号分布型モデル 

 

Abstract 
In this paper, a Ka-band large-signal model in consideration of trap effect on non-linear capacitance was proposed. 

Moreover, a scalable large-signal distributed model for GaN HEMTs at Ka-band is proposed to obtain high accuracy 
scaling of gate width of the model. As the result of verification of the both models, the proposed models were in 
good agreement with the measured data of large-signal characteristics. 
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